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VIEWPOINTS观点

过
去数年，半导体行业迎来了新

一轮热潮。随着《国家集成电

路产业发展推进纲要》、“中国

制造 2025”战略和《“十三五”国家

战略性新兴产业发展规划》等文件的

陆续出台以及国家集成电路产业投资

基金的成立，我们欣喜地看到国家正

无比坚定地投入对集成电路全产业链

的布局，中央和地方资金都汇聚集成

电路产业。根据国际半导体设备与

材料协会（SEMI）发布的调查报告，

中国大陆半导体设备市场需求将从

2014 年的 43.7 亿美元增长到 2018 年

的 110.4 亿美元，并预计 2018 年中国

将成为全球第二大半导体设备市场。

行业发展提出多样化的设备要求

放眼国内，“中国制造 2025”战

略的提出，制造业向智能化的转型升

级，以及政府大力推进半导体产业的

政策导向，都给中国半导体产业带来

了无限机遇，其地位也变得日益重要。

“中国制造 2025”将发展智能制造确

立为打造中国制造业竞争优势的重要

手段。物联网、人工智能以及大数据

等新兴产业的勃兴都将加速智能制造

的发展，而这一切的基础与核心都离

不开芯片。丰富的下游应用不仅推动

了上游市场的快速增长，也带来了更

多样化的设备要求。

此外，随着半导体行业的高度整

合，资本支出逐渐趋向理性，业界不

仅持续探索最先进的制程以满足各项

前沿应用，在 45 纳米、40 纳米、28

曝光已经不能满足器件的要求，因此

要通过多次曝光技术来完成。这一

技术有两大趋向：一种是 LELE 方法

（litho-etch-litho-etch），即通过多次曝

光刻蚀、再曝光再刻蚀；另一种是更

主流的自对准方法。后者对沉积和刻

蚀的均匀度要求极高，而这正是泛林

集团的强项。例如，泛林集团研发了

一种晶圆静电吸附盘的温度控制新系

统 Hydra®，在原有的多区域温控基础

上进一步细化温控区域。该 Hydra®

系统可对前续图形化过程中产生的均

匀性问题进行针对性补偿，可大幅度

提高自对准多次曝光技术的精准控

制，从而使晶体管从平面走向立体成

为可能。

中国集成电路制造产业正在不断

加快发展脚步。我们相信，技术创新

是推动行业前行的重要动力源泉。在

整个创新技术的沿革趋势中，作为一

家以技术为导向的公司，泛林集团

不断加大技术方面的投入并加强与业

界、学界的合作，支持我们在以上几

大前沿技术方面的持续推进，全力助

力客户获得成功，为中国半导体行业

的发展做出积极贡献。

技术创新引领集成电路设备行业新机遇

纳米等各个成熟节点上的产能需求也

正稳步增加。除了要求性能进步，芯

片制造商更坚持在经济层面上对成本

进行控制，这就在生产制造环节对工

艺设备提出更多全新挑战，包括生态

控制、原子层面的控制、宽深比的提

高、新材料等。

技术创新推动行业进步

目前有几大技术推动行业向更高

台阶迈进。

首先，NAND 正从 2D 向 3D 迅

速转移，我们预见到 2020 年这一变

化都不会停止。它带来了更高的存储

密度与更低的成本，可以说是闪存最

核心、最根本性的变化。深入分析

3D NAND 可以发现，这一技术节点

本身也在不断向前进步 ：第一代 3D 

NAND 仅有 32 层，现在它已迅速进

入 48 层，如今 64 层亦已开始成为主

流。在未来几年，3D NAND 在更广

为使用的同时，技术节点也会从 64

层向 96 层、128 层跨进。对此，泛

林集团推出了一系列领先技术，包括

氧化物 / 氮化物（ONON）薄膜沉积、

垂直通道刻蚀（Channel Hole Etch）、

阶梯刻蚀（Staircase Etch）、位线钨

原子层填充（LFW）以及自对准成

像工艺（SADP），能够帮助存储器芯

片制造商应对当前所面临的诸多关键

挑战，从而推动 3D NAND 尺寸持续

缩小。

而在 DRAM 和逻辑方面，我们

看到了多次曝光技术的发展。一次
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